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(54) Verfahren zum Unterbringen von Sensoren in einen Gehause 



(57) Bei einem Verfahren zum Unterbringen von 
Sensoren (1) in einem Gehause (5), insbesondere von 
chemischen, DurchfluB-, oderoptischen Sensoren in ei- 
nem Kunststoffgehause wird in einem ersten Verfah- 
rensschritt die aktive Sensorflache (2) eines Halbleiter- 
bzw. IC-Sensors (1) mit einer einen Hohlraum (7) uber 
der aktiven Sensorflache (2) ausbildenden Kappe (3) 



versehen und der Sensor (1 ) mit Kontakten bzw. Bond- 
drahten (4) verbunden. AnschlieBend wird das Gehau- 
se (5) durch GieBen, insbesondere Spritzgief3en, ange- 
formt und in einem dritten Verfahrensschritt oder gleich- 
zeitig mit dem zweiten Verfahrensschritt der uber der ak- 
tiven Sensorflache (2) ausgebildete Hohiraum (7) geoff- 
net 
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[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Unterbringen von Sensoren in einem Gehause, 
insbesondere von chemischen, DurchfluB-, oder opti- s 
schen Sensoren in einem Kunststoffgehause. 
[0002] Chemische Sensoren, ebenso wie DurchfluB- 
oder optische Sensoren konnen bereits in integrierter 
Form mit ublichen Chipherstellungsverfahren kosten- 
gunstig und mit hoher Prazision hergestellt werden. 10 
Derartige IC-Sensoren bzw. Chipsensoren muBten aber 
in der Folge unter hohem Montageaufwand in einem 
Gehause eingebaut werden, wobei das Gehause in aller 
Regel entweder verschraubt oder verklebt wurde und 
die Anschlusse an die Sensoren in entsprechender Wei- is 
se aus dem Gehause herausgefuhrt werden muBten. 
Dies gilt nicht nurfur die elektrischen Anschlusse, son- 
dern bei chemischen-, DurchfluBrate- oder optischen 
Sensoren naturgemaB auch fur Leitungsanschlusse 
oder Lichtleiteranschlusse, fur die eine entsprechende 20 
zusatzliche Bearbeitung der Gehause erforderlich war. 
Fur die Herstellung derartiger Sensoren war somit die 
Unterbringung in einem Gehause ein kostenbestim- 
mender Faktor fur die Massenproduktion. 
[0003] Die Erfindung zielt nun darauf ab, ein Verfah- 
ren der eingangs genannten Art zu schaffen, bei wel- 
chem der Montageaufwand wesentlich verringert wer- 
den kann und gleichzeitig die erforderlichen Anschlusse 
in kostengunstiger Weisemit wenigen Verfahrensschrit- 
ten ausgebildet werden konnen. Zur Losung dieser Auf- 
gabe besteht das erfindungsgemaBe Verfahren im we- 
sentlichen darin, daB in einem ersten Verfahrensschritt 
die aktiye Sensorflache eines Halbleiter- bzw. IC-Sen- 
sors mit einer einen Hohlraum iiber der aktiven Sensor- 
flache ausbildenden Kappe versehen wird und der Sen- 35 
sor mit Kontakten bzw. Bonddrahten verbunden wird, 
daB anschlieBend das Gehause durch GieBen, insbe- 
sondere SpritzgieBen, angeformt und daB in einem drit- 
ten Verfahrensschritt oder gleichzeitig mit dem zweiten 
Verfahrensschritt der iiber der aktiven Sensorflache *o 
ausgebildete Hohlraum geoffnet wird. Prinzipiell ist das 
VergieBen von Chips mit einer geeigneten VerguBmas- 
se fur viele elektfonische Bauteile bekannt. Die bekann- 
ten Verfahren eignen sich jedoch durchwegs nicht fur 
Sensoren, welche in Kontakt mit der AuBenwelt stehen *s 
mussen, da nach dem VergieBen der Sensor nicht mehr 
ohne aufwendige Nachbearbeitung zuganglich wird und 
im Falle einer nachtraglichen Bearbeitung die Gefahr ei- 
ner Beschadigung des Sensors nicht ausgeschlossen 
werden kann. Dadurch, daB nun erfindungsgemaB in ei- so 
nem ersten Verf ah rensschritt die aktive Sensorflache ei- 
nes Halbleiter- bzw. IC-Sensors mit einer einen Hohl- 
raum uber der aktiven Sensorflache ausbildenden Kap- 
pe versehen wird, wird die entsprechende aktive Sen- 
sorflache von der nachher aufzubringenden ss 
VerguBmasse freigehalten. Die Anbringung von Bond- 
drahten, wie dies bei der Chipherstellung ublich ist, laBt 
sich mitkonventionellen Einrichtungen in einfacherWei- 



se bewerksteiligen,^?5bei bei einem nachfolgenden 
GieBvorgang, insbesondere einem SpritzgieBvorgang, 
unmittelbar ein fertiger Bauteil geschaffen wird, welcher 
bereits alle elektrischen Kontakte aufweist. Es muB so- 
mit lediglich sichergestellt werden, daB die aktive Sen- 
sorflache in geeigneter Weise wiederum mit der Umwelt 
in Kontakt gebracht werden kann, wofur entweder 
gleichzeitig mit dem zweiten Verfahrensschritt, mit wel- 
chem das Gehause angegossen bzw. angeformt wird, 
oder aber in AnschluB an diesen zweiten Verfahrens- 
schritt der Hohlraum mechanisch geoffnet wird. Die Off- 
nung des Hohlraumes in einem dritten nachgeschalte- 
ten Verfahrensschritt ist hiebei gegeniiber der gleichzei- 
tigen Ausbildung der Offnung nicht zuletzt deshalb be- 
vorzugt weil eine gleichzeitige Offnung des Hohlraumes 
erfordert, daB beim SchlieBen der GuBform bzw. der 
SpritzguBform unmittelbar die Wand der den Hohlraum 
ausbildenden Kappe durchstoBen wird. Da zu diesem 
Zeitpunkt die SpritzguBmasse in aller Regel nicht erhar- 
tet ist, hatte dies zur Folge, daB der zuvor positionierte 
Sensor innerhalb der GuBmasse verschoben wird, 
wenn nicht ein entsprechendes Widerlager auf der Ge- 
genseite vorgesehen ist. Wenn SpritzguB mit entspre- 
chend hoherem Druck vorgenommen wird, muBte in 
diesem Falle auch sichergestellt werden, daB die GuB- 
form die Kappe dichtend durchtrennt, urn zu verhindern, 
daB GruBmasse in den Hohlraum eingepreBt werden 
kann. Mit Vorteil wird daher im Rahmen des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens so vorgegangen, daB der Hohl- 
raum nach dem zumindestteilweisen Erharten der Ver- 
guBmasse durch Sagen und/oder Bohren geoffnet wird. 
[0004] In besonders einfacher Weise kann das Ge- 
hause aus geeigneten Kunststoffen ausgebildet sein, 
wofiir eine Reihe von Kunststoffen in der Halbleitertech- 
nologie sich entsprechend bewahrt hat. 
[0005] Im Falle der Verwendung eines optischen Sen- 
sors kann mit Vorteil der Hohlraum durch Bohren geoff- 
net werden, worauf in den geoffneten Hohlraum ein 
Lichtleiter eingefuhrt wird. 

[0006] Fur eine gleichzeitige Ausbildung der elektri- 
schen Kontakte fur das Einsetzen eines derartigen mit 
einem Gehause versehenen Sensors in einen Sockel 
oder in eine entsprechend vorbereitete Leiterplatte kann 
mit Vorteil so vorgegangen werden, daB die Bonddrahte 
mit einem Rahmen mit Kontaktstiften verbunden sind 
und daB der Rahmen unter Freilassen der Kontaktstifte 
in die VerguBmasse eingebettet wird. 
[0007] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in 
der Zeichnung schematisch dargestellten einzelnen 
Verfahrensschritte naher erlautert. In dieser zeigen Fig. 
1 einen Schnitt durch einen Sensor, Fig. 2 einen Schnitt 
durch den in ein Gehause eingebauten Sensor, Fig. 3 
einen Schnitt entsprechend Fig. 2 mit einem schema- 
tisch dargestellten Bearbeitungswerkzeug zum Offnen 
des Hohlraumes, Fig. 4 eine Ansicht des Sensors nach 
dem Offnen des Hohlraumes und Fig. 5 einen alternati- 
ven Verfahrensschritt zur Ausbildung der Offnung des 
Hohlraumes in einer Darstellung entsprechend der Fig. 
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[0008] In Fig. 1 ist 1 ein Sensor-IC bezeichnet, dessen 
Sensorflache 2 an der AuBenseite des ICs angeordnet 
ist. Im ersten Verfahrensschritt wird nun eine einen 
Hohlraum uber der aktiven Sensorflache 2 ausbildende 
Kappe 3 aufgesetzt und die elektrische Kontaktierung 
uber Bonddrahte 4 vorgenommen. 
[0009] In Fig. 2 ist das Gehause nach dem Spritzvor- 
gang ersichtlich und schematisch mit 5 bezeichnet. Ein 
Leadframe 6, welcher die entsprechenden Bonddrahte 
aufweist, ist bereits in das Gehause 5 integriert und es 
ist der verbleibende Hohlraum 7 oberhalb der aktiven 
Sensorflache 2 ersichtlich. 

[0010] Bei der Darstellung nach Fig. 3 ist nun eine Sa- 
ge mit 8 angedeutet, welche die AuBenwand des Ge- 
hauses 5 und die Abdeckkappe 3. entsprechend auf- 
trennt, sodaB eine offene Verbindung zum Hohlraum 7 
geschaffen wird, in welchem sich das aktive Sensorele- 
ment 2 befindet. 

[001 1 ] Fig. 4 zeigt den auf diese Weise hergestellten 
Sensor in einer Ansicht, dessen Offnung 9 den Zugang 
der AuBenweltzum aktiven Sensorelement2 im Inneren 
des Gehauses 5 ermoglicht. 

[0012] In Fig. 5 wird nun der Verfahrensschritt zur 
Herstellung des Gehauses unter gleichzeitiger Ausbil- 
dung einer Offnung in einer Darstellung entsprechend 
der Fig. 2 nochmals verdeutlicht. Bei dieser Verfahrens- 
weise kann auf den in Fig. 3 dargestellten Verfahrens- 
schritt einer nachtraglichen Offnung des Hohlraumes 
verzichtet werden. Bei dieser Ausbildung ist nun die den 
Hohlraum ausbildende Kappe 3 bereits mit einer Durch- 
brechung ausgestattet, wobei die SpritzguBform nun- 
mehr entsprechende Modifikationen aufweisen muB. 
Die Form besteht hiebei aus einer ersten Formhalfte 1 0 
und einer zweiten Formhalfte 11 , wobei die erste Form- 
halfte 1 0, welche der Kappe 3 benachbart ist, einwarts 
ragende Stege 1 2 aufweist, welche dichtend an die Kap- 
pe auBerhalb der bereits vorgesehenen Durchbrechung 
13 der Kappe angepreBt werden. Zu diesem Zweck 
weist die zweite Formhalfte 11 ein entsprechendes 
Druckstuck 14 auf, womit die Stege 12 entsprechend 
dicht an die Kappe 3 angepreBt werden konnen, sodaB 
nach dem Entformen unmittelbar ein offener Zugang 
zum Hohlraum 7 ausgebildet wird. 
[0013] Insgesamt lassen sich somit mit wenigen fur 
die Serien- und Massenfertigung geeigneten Verfah- 
rensschritten verkapselte und entsprechend in einem 
Gehause eingebauteSensoren in kostengunstiger Wei- 
se herstellen. 
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Sensorflache (2)wies Halbleiter- bzw. IC-Sensors 
(1) mit einer einen Hohlraum (7) uber der aktiven 
Sensorflache (2) ausbildenden Kappe (3) versehen 
wird und der Sensor (1) mit Kontakten bzw. Bond- 
drahten (4) verbunden wird, daB anschlieBend das 
Gehause (5) durch GieBen, insbesondere Spritz- 
gieBen, angeformt und daB in einem dritten Verfah- 
rensschritt oder gleichzeitig mit dem zweiten Ver- 
fahrensschritt der uber der aktiven Sensorflache (2) 
ausgebildete Hohlraum (7) geoffnet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Hohlraum (7) nach dem zumin- 
dest teilweisen Erharten der VerguBmasse durch 
Sagen und/oder Bohren geoffnet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Gehause (5) aus Kunst- 
stoffen ausgebildet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in den geoffneten Hohlraum (7) 
ein Lichtleiter eingefuhrt wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bonddrahte (4) 
mit einem Rahmen (6) mit Kontaktstiften verbunden 
sind und daB der Rahmen (6) unter Freilassen der 
Kontaktstifte in die VerguBmasse eingebettet wird. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Unterbringen von Sensoren in ei- 
nem Gehause, insbesondere von chemischen, 55 
DurchfluB-, oder optischen Sensoren in einem 
Kunststoffgehause, dadurch gekennzeichnet, 
daB in einem ersten Verfahrensschritt die aktive 
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